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サファイア基板上に成長した III 族窒化物半導体(GaN)は、大きい格子不整合率のために、GaN

と基板との界面から高密度の欠陥密度が発生する。デバイス性能の低下の原因となる欠陥密度を

低減させるために GaNの選択横方向成長(ELO)が用いられる。GaNの ELO成長には一般的に SiO2

等の誘電体膜がマスク材料として用いられ、有機金属気相成長法(MOVPE法)により薄膜成長が行

われる。一方、マスク幅が広い SiO2マスクを用いてハイドライド気相成長法(HVPE 法)による厚

膜成長では、成膜方法、成膜条件に依存した SiO2の品質が GaN の選択成長に影響を及ぼすこと

が予想される。SiO2マスク上に成長した GaN は異常成長を引き起こし、HVPE 成長する GaN の

欠陥密度が増加する要因と考えられる。本研究では、HVPE 成長における SiO2マスクの成膜方法

および品質により、GaNの ELO 成長に及ぼす影響について調査した。 

c 面サファイア基板上に MOVPE 法 によって c 面 GaN テンプレートを作製し、その上にスパ

ッタリング法とプラズマ援用化学気相成長法(PECVD 法)を用いて、窓幅 20 μm, マスク幅 480 μm, 

膜厚 200 nm の SiO2ストライプマスクを a軸平行に形成した。その後、HVPE 法で ELO 成長を行

った。 HVPE成長の条件は成長温度 1040℃、V/III比 10、成長速度 120 μm/h とし、60～80 μm 厚

の GaN の成長を行った。図 1, 2 にスパッタリング法と PECVD 法で成膜した SiO2上の GaN 成長

の鳥瞰 SEM 像をそれぞれ示す。PECVD 法で成膜した SiO2上の GaN の成長はスパッタリング法

で成膜した SiO2上の GaNの成長と比較して非常に少ない。これは SiO2マスクを用いての GaN の

ELO 成長においては SiO2の成膜方法及び品質によって GaN の選択成長に及ぼす影響が大きいこ

とを示している。また PECVD 法で成膜した SiO2をバッファードフッ酸(BHF)でウエットエッチ

ングし SiO2上の GaN の成長の除去の調査を行った。その GaNテンプレートを BHFで 24 hour浸

した結果、図 3のように SiO2上に成長していた GaN は大部分が除去された。 
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図 1 スパッタリング法で成膜した

SiO2上の GaN成長の鳥瞰 SEM像 

図 2 PECVD 法で成膜した SiO2

上の GaN成長の鳥瞰 SEM像 

 

図 3 BHF後(24 hour)の 

鳥瞰 SEM像 
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